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【緒言】二酸化ケイ素(SiO2)は優れた絶縁性、透明性を有することか

ら透明絶縁材料として広く用いられている。過去に我々はかご型シル

セスキオキサン(SQ)を含有する高分子ナノシートの深紫外光による

光酸化により、SiO2超薄膜の構築に成功した。しかしながら PET等を

基板とした場合、深紫外光照射による基板の着色が問題となる。そこ

で本研究ではフレキシブル PET 基板上に精密に膜厚制御された SiO2

超薄膜を得るため、紫外光線量を低減した光酸化プロセスについて検

討を行った。 

【実験】DDAと SQ 含有モノマーの共重合により、p(DDA/SQ)を得た

(図 1)。合成した p(DDA/SQ)を Langmuir-Blodgett(LB)

法によってCaF2,SiおよびPET基板に累積して高分子

ナノシートを得た。得られたナノシートにオゾン処

理を行うことにより SiO2超薄膜を作製した。 

【結果・考察】作製した p(DDA/SQ)ナノシートの各

オゾン処理時間における FT-IR スペクトルを追跡し

た(図 2)。その結果、有機部位の分解はオゾン処理開

始直後から始まる一方、かご型 Si-O-Siに由来する吸

収の減少は有機部位の分解が完了したあとに開始す

ることがわかった。このことはオゾン処理において

初期は有機部位の分解が起こり、続いて SiO2ネット

ワーク形成が起こっていることを示している。次に

PET 基板上に p(DDA/SQ)を累積し、オゾン処理を行

った。オゾン処理後における PET基板の UV-Visスペ

クトル測定の結果からオゾン処理後においても可視

光領域では高い透過率を有することが分かった。ま

た、SiO2超薄膜の電気抵抗率を測定した結果、累積

層数によらず、バルクのガラスに匹敵する高い抵抗

率を有することを確認した（図 3）。 

Figure 1.  Chemical 

structure of p(DDA/SQ). 
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Figure 3.  The plot of conductivity of 

photo-oxidized p(DDA/SQ) films.   
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Figure 2.  FT-IR spectra of p(DDA/SQ) 

nanosheet (40 layers) during ozone treatment 

from 0 to 960 minutes. 
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